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大立光告先進光侵害營業秘密

106.12.6智慧財產法院
102年度民營訴字第6號
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荷商飛利浦告國碩侵害專利

105.3.29智慧財產法院
103年度民專訴字第38號

106.6.29智慧財產法院
105年度民專上字第24號
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日商東芝告力晶等侵害專利

106.7.5智慧財產法院
103年度民專訴字第48號
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5大專利局發明專利申請趨勢

Source: JPO STATUS REPORT 2018, p23
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5大專利局發明專利授證趨勢

Source: JPO STATUS REPORT 2018, p25
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中國在美國專利授證數快速成長
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2017年美國前10大專利權人
Company 2017 

Grants
2016 
Grants

% Change Previous 
Rank

Rank 
Change

1 International Business 
Machines Corp

9,043 8,090 12 1 0

2 Samsung Electronics Co Ltd 5,837 5,521 6 2 0
3 Canon KK 3,285 3,665 -10 3 0
4 Intel Corp 3,023 2,793 9 6 2
5 LG Electronics Inc 2,701 2,430 11 7 2
6 Qualcomm Inc 2,628 2,925 -9 4 -2
7 Google LLC 2,457 2,842 -13 5 -2
8 Microsoft Technology 

Licensing LLC
2,441 2,410 2 8 0

9 Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co (TSMC) 
Ltd

2,425 2,288 6 9 0

10 Samsung Display Co Ltd 2,273 2,025 12 12 2

Source: IFI Claims Patent Services

11 Apple Inc 2,229 2,103 6 11 0
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5大專利局發明專利申請技術類別

Source: IP5 Statistics Report 2016 edition, p66
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5大專利局發明專利申請技術領域

Source: IP5 Statistics Report 2016 edition, p67
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臺灣專利申請趨勢

Source: 經濟部智慧財產局106年年報
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臺灣發明專利申請技術領域

Source: 經濟部智慧財產局106年年報
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智慧財產的類型
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專利保護

發明專利
Invention Patent

• 早期公開制度
• 請求實體審查
• 保護期限：20年

• 形式審查
• 技術報告書
• 保護期限：10年

• 實體審查
• 保護期限：12年

新型專利
Utility Model Patent

設計專利
Design Patent

• 利用自然法則之
技術思想之創作

• 利用自然法則之
技術思想，對物
品之形狀、構造
或裝置之創作

• 對物品之形狀、
花紋、色彩或其
結合，透過視覺
訴求之創作

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Asus_Transformer_Pad_TF701T_
Tablet_and_Keyboard_Dock.png

https://www.flickr.com/photos/india_7/14218087718
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營業秘密保護

刑事
責任

• 秘密性

• 具有實際或潛在之經濟價值

• 合理保密措施

保護要件

民事
責任

一般侵害：5年以下有期徒刑

域外加重：1-10年有期徒刑

三倍懲罰性賠償金

未申請專利之技術及資料
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專利制度的本質

專利權人
權利

專利權人
權利

專有排他專有排他

公眾利用公眾利用

政府政府

社會公眾
利益

社會公眾
利益

為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展
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專利權的授與及保護

專利權的授與 專利權的保護

行政權
智慧財產局

司法權
各級法院
智慧財產法院
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智慧財產案件審理流程

最高法院 最高行政法院

民事訴訟
第二審

刑事訴訟
第 二 審

行政訴訟
第 一 審

民事訴訟
第一審

經濟部

智慧財產局

刑事訴訟
第 一 審
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專利侵權民事訴訟事件審理模式

專利有
效性

專利侵
害分析

損害賠
償計算

兩造就專利
範圍之解釋有
爭執時，法院
應曉諭兩造為
辯論
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專利侵害分析

專§58：發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，
於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。
判斷待鑑定對象是否落入專利權範圍內

文義或均等範圍

：被控侵權物或方法

：專利權範圍

侵權不侵權



23

專利侵權判斷要點之判斷流程圖

解釋請求項

符合文義讀取

適用均等論
(無均等論之限制事項*)

否

否
不構成侵權構成文義侵權 構成均等侵權

是

是

解析被控侵權對象之技術內容解析請求項之技術特徵之技術特徵

*均等論之限制事項，主要包括「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技
術阻卻」及「貢獻原則」。
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The first U.S. patent 

the making of Pot ash and Pearl ash by a new 
Apparatus and Process

George Washington



25

專利說明書的功能

法律文件

技術文件

Claim
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獲得專利權須經過的測試

專利法法條 專利要件
§ 21 發明定義
§ 22 I 前段 產業利用性
§ 22 I (1)&(2)&(3) 新穎性
§ 22 II 進步性
§ 23 擬制喪失新穎性
§ 24 法定不予發明專利之項目
§ 26 I 說明書可據以實現要件
§ 26 II 請求項明確、簡潔及為說明書所支持要件
§ 26 III 摘要
§ 26 IV 專利法施行細則規定
§ 27 生物材料寄存
§ 31 先申請原則
§ 33 單一性
§ 43 II 修正不得超出請時所揭露之範圍
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化學類半導體專利樣態

封裝材料

感光樹脂

蝕刻劑

研磨漿

研磨墊

焊料或接著材料

光學樹脂

發光材料

液晶化合物、組合物

著色劑



28

金屬用研磨液申請更正事件

 原告向被告提出更正申請，主張專利法第67條第1項第3
款之誤記之訂正，基於103年10月2日之請求項的修正內
容有筆誤，欲將系爭專利請求項1記載「金屬防蝕劑」的
調配量是大於等於「0.01 wt%」且小於等於2.0 wt%，更
正其中之下限數值為「0.001 wt%」

 「0.001 wt%」或「0.01 wt%」均為調配「金屬防蝕劑」
的適當下限數值，原告主張請求項1記載之「0.01 wt%」
為誤記，發明所屬技術領域中具有通常知識者由說明書的
整體內容，並無法察覺其為明顯錯誤的內容，故原告申請
將「0.01 wt%」更正為「0.001 wt%」，非屬誤記之訂
正

106.6.8智慧財產法院
105年度行專訴字第90號
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研磨漿專利舉發事件

 系爭專利之功效係發現化學機械磨光組合物具有高速鎢
（W）磨光率以及對於鈦（Ti）之良好磨光速率。此外，
該化學機械磨光顯示對於該介電絕緣層之所需低磨光速率。
又系爭專利說明書中實施例2之5種磨光淤漿的試驗結果如
表1所示，該控制樣本（淤漿1-3）之鎢磨光速率過低。尤
其是，單獨使用過氧化氫或單獨使用催化用量之硝酸鐵皆
無法達到明顯之鎢磨光速率。然而淤漿4與5顯示併用氧化
劑與觸媒時，強烈之協合效果所得到之鎢磨光速率為
5000埃/分鐘以上之譜。於過氧化氫中添加催化用量之硝
酸鐵（或相反地於硝酸鐵中添加過氧化氫）使該鎢磨光速
率之提高大於一個等級…因此，依系爭專利之說明書及實
施例之記載，可以充分支持併用含過氧基化合物之氧化劑
及鐵觸媒而應用於CMP淤漿之功效

104.11.20智慧財產法院
104年度行專訴字第33號
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研磨墊專利侵權事件民事訴訟

 綜觀系爭專利之 說明書與圖式，對於系爭專利請求項1界
定之「E'在30℃及9 0℃時的比例係在約1到約4之範圍
內」，並無任何對於功效增進之說明或足以支持功效之實
施例、數據等之記載，且對於為何以10弳度/秒之頻率進
行量測，系爭專利說明書亦無任何說明，實無從認定系爭
專利請求項1有何異於既有之技術或知識的功效。上訴人
雖稱系爭專利之目的係為解決凹化作用，但觀之系爭專利
之說明書及圖式，亦無任何說明、實施例或數據之記載，
得以支持凹化作用的解決可以特定E'比值範圍或於特定頻
率下進行量測E'達成

 系爭產品1、2均等侵害系爭專利更正後請求項1之權利範
圍

105.6.2智慧財產法院
103年度民專上字第28號
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心得分享

建立專業智慧財產權團隊
申請端

維權端

半導體產業方興未艾

中國勢力的崛起

第4次工業革命帶動下一波的半導體產業發展

半導體專利舉證侵權困難

營業秘密保護技術的重要性益增
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